Rezystancja wyjsSciowa Zrédla pradowego ze wzmacniaczem operacyjnym
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schemat zastepczy (przyrostowy)

schemat ideowy

Na podstawie schematu zastepczego mozna zapisaé nast¢pujace rOwnania:
I =g,Up +(U +U )/, (1)
kU, =U,, -U, =U,, =(1+k,, @)
U, =-R(1 +U,./r,,) 3)

(Przez k, oznaczono wzmocnienie réznicowe wzmacniacza operacyjnego.) Z rownan (2) i (3) mozemy
uzyska¢ zalezno$¢:
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U = ~—| be 4
" 1+(1+k,)R/r,, 1+k, @

Wstawiajac (4) do (2) otrzymujemy dale;j:

Upe =11, &)
Podstawiajac zaleznosci (4) i (5) do (1) mozemy otrzymaé nastepujaca zaleznosc:
U Ir, L, U
| = =gplel +———72—~ :I(1+,8+be J:
" ) rce rce (1 + ku ) rce (1 + ku ) rce

z ktorej to dostajemy wprost wzor na rezystancje wyjsciowa zrodta pradowego:

_U — r-b'e ~
f _T_ rce£l+13+rce(l+ku)j~ rce(1+13)

wy

W przypadku gdy zamiast tranzystora bipolarnego uzyjemy tranzystora unipolarnego (np.: JFET) schemat
ideowy 1 zastgpczy ukladu bedzie wygladat jak na ponizszym rysunku.
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schemat ideowy schemat zastepczy (przyrostowy)

Na podstawie schematu matosygnalowego mozemy zapisa¢ nastgpujace rOwnania:



1 =g,U,+{U+U,)r, (1)
U,=-IR 2)
kU, =U,-U, U, =(+k ), =-IR(1+k,) )
Wstawiajac do (1) zaleznosci (2) i (3) otrzymujemy:
| =-1g,R(k, +1)+U/r, — I R/r,
skad po pogrupowaniu wyrazoéw dostajemy:
{1+g,R(k, +1)+R/r,)=U/r,
co daje wprost wyrazenie na rezystancj¢ wyjsciowa zrodta pradowego z tranzystorem unipolarnym:

r-wy = rds(1+ ng(ku +1)+ R/rds): I’-dsng(ku +1)



